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 چکیده

اکثر  اًبيناسب است. تقرم متیو ق یداريثر حفره با پاؤم هماده انتقال دهند يک عدم وجود ،یتيپروسکا یدیخورش یهاها در ساخت سلولچالش نيترمهم يکی از   

تر مواد تا ده برابر گران نيا یتجار متیق است که استوار  روياسپا لیاز قب یآلمواد  هيبر پا ،بازده بالا یدیخورش یهامورد استفاده در سلول هدهنده حفرمواد انتقال

مقرون به صرفه  اریبس متینظر ق از ،یحفره آل یهادهندهبا انتقال سهيدر مقا دیاکس کلیمانند ن یرآلیغ pنوع  یهایهادمهین گريد طرفباشد. از یم نیاز طلا و پلات

 دهنده حفرهانتقالاين  محلول،  هيساخت بر پا نديآو مقاومت در برابر رطوبت و فر یداريبالا، پا یپهن، رسانندگ یگاف انرژ لیاز قب يیهایژگيوه، علاوبه  .هستند

 کلین عملکرد میزات و مکانمشخص یابيحاضر ارز ژوهشکرده است. هدف از انجام پ ليتبد یمواد آل ینيگزيجا یبرا یمناسب نهيعنوان گز نانوساختار را به یرآلیغ

 لکردآن با عم سهياو مق که در دمای پايین ساخته شودنانوساختار به صورت  معکوس  یتيپروسکا یدیدهنده حفره  در ساختار سلول خورشعنوان انتقالبه دیاکس

ید در دمای پايین موجب هدايت لايه نشانی و ساخت لايه انتقال دهنده حفره نیکل اکس  باشد.یم  دهنده حفرهشده با کبالت به عنوان انتقال دهيیآلا دیاکس کلین

ين نقصان دو راه وجود دارد الکتريکی کم و مقدار زيادی نقص در شبکه نیکل اکسید می شود که منجربه افزايش نرخ بازترکیب بارها می شود به منظور غلبه بر ا

منظور در  نيبدخورشیدی است.  میانی به منظور کنترل سطح تماس لايه های مختلف سلولمحافظ و راه دوم استفاده از لايه ابتدا اضافه کردن آلاينده فلزی کبالت 

ی مورد استفاده قرار گرفت. سلول خورشید عنوان فوتوآندسنتز شدند و  به یکبالت به روش هم رسوبمقادير مختلف شده با  دهيیآلا دیاکس کلیذرات ن ابتدا نانو

ون بوتیريک اسید متیل لايه رسانای الکتر –پروسکايت  -لايه رسانای حفره )نیکل اکسید(– ITOهای متعددی با ساختار معکوس شامل اکسید رسانای شفافلسلو

 صاتمشخ واخته شد و تبخیر حرارتی، س یچرخش ینشان هيلا هایبه روش -اتصال نقره -(BCPباتوکوپرين ) و C60فولرين  لايه محافظ میانی -(PCBMاستر )

فاکتور  ،خالص دیاکس کلیدهنده نانتقال هيبا لا یدیخورش یها. در سلول، مورد ارزيابی قرار گرفتمختلف طيآنها تحت شرا یکيو الکتر ینور ،یساختار

 ريکبالت مقاد ندهيآلا . با ورودددست آمهب 2/13% ولت و بازده 97/0ولتاژ مدارباز  ،متر مربعیآمپر بر سانتیلیم 5/19 انيجر یچگال ،70% حدود یپرشوندگ

 یفاکتور پرشوندگ ،کبالت ولیم درصد 75/0  ندهيآلا یکه برا یطوربه ،يافت شيخالص افزا دیاکس کلیبا ن سهيدر مقا یبالا به نحو مطلوب کیفوتوولتائ یپارامترها

 نانوساختار يتیپروسکا یدیورشخدر ساختار سلول  دست آمد.هب 42/16% و بازده ولت 1ولتاژ مدار باز  ،متر مربعیآمپر بر سانتیلیم 5/21  انيجر یچگال ،76د %حدو

آمپر  یلیم 5/21 يانجر یچگال ، %71حدود  یفاکتور پرشوندگ، نيفولر یانیمحافظ م يهخالص به صورت  معکوس و با استفاده از لا یداکس یکلدهنده نانتقال يهبا لا

 بدست آمد.  %2/15ولت و بازده 1ولتاژ مدار باز ،متر مربع یبر سانت

 .عکوسمسلول ساختار  دهنده حفره؛ نیکل اکسید آلايیده شده با کبالت؛ لايه محافظ میانی فولرين،سلول خورشیدی پروسکايتی؛ لايه انتقال کلمات کلیدی:


